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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月9日(2012.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも部分的に、特に少なくともタイムスロット方式でＴＭＤＳ符号化され、且つ
特に少なくとも１つのＤＶＩデータ接続、及び／又は、少なくとも１つのＨＤＭＩデータ
接続に割り当てられた信号を、少なくとも１つのデータソースから少なくとも１つのデー
タシンクへ伝送する回路装置（１００；１００’）であって、
　当該回路装置は、
　　少なくとも１つの駆動回路（Ｓ１；Ｓ１’）であって、
　　　前記データソースに割り当てられた少なくとも１つの接続インターフェース（ＩＱ
）の下流に接続され、且つ前記接続インターフェース（ＩＱ）によって、約５ボルトの供
給電圧を含み、特に約５５ミリアンペア以下でチャージすることができる、供給電圧（Ｖ

ＤＶＩ／ＨＤＭＩ）を供給され、
　　　電気的なＴＭＤＳ符号化信号を電気－光変換するように提供された少なくとも１つ
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の発光素子（ＬＤ１）、特に少なくとも１つの光ダイオード、少なくとも１つの発光ダイ
オード、少なくとも１つのレーザダイオード、あるいは少なくとも１つの半導体レーザを
含む少なくとも１つのレーザ、の上流に接続され、
　前記ＴＭＤＳ符号化信号を与えられた光（ＬＴＭＤＳ）は、少なくとも１つの光ファイ
バー（Ｆ１）、特に少なくとも１つのガラス繊維又は少なくとも１つのプラスチックファ
イバーを含む少なくとも１つのプラスチック材料繊維、に前記発光素子（ＬＤ１）によっ
て連結可能である、
当該少なくとも１つの駆動回路（Ｓ１；Ｓ１’）、及び／又は、
　　少なくとも１つのトランスインピーダンス変換回路（Ｓ２；Ｓ２’）であって、
　　　前記ＴＭＤＳ符号化信号を与えられた前記光（ＬＴＭＤＳ）を光－電気変換するよ
うに提供された少なくとも１つの光吸収素子（ＰＤ１）、特に少なくとも１つのフォトダ
イオードの、下流に接続され、
　前記ＴＭＤＳ符号化信号を与えられた前記光（ＬＴＭＤＳ）は、前記光吸収素子（ＰＤ

１）によって前記光ファイバー（Ｆ１）から取り出し可能であり、
　　　前記データシンクに割り当てられた少なくとも１つの接続インターフェース（ＩＳ
）の上流に接続され、そして
　　　少なくとも１つの差動ペア配線（ＡＤ、ＡＤ’）に印加される直流電圧部分によっ
て提供される、
当該少なくとも１つのトランスインピーダンス変換回路（Ｓ２；Ｓ２’）、
であることを特徴とする回路装置。
【請求項２】
　前記駆動回路（Ｓ１又はＳ１’）は、
　　少なくとも１つの電圧増加回路（ＤＢ１）、特に電圧ダブラとして実装される及び／
又は特に直流電圧変換器として作動する電圧増加回路であって、電気エネルギー、特に電
力が取り出される及び／又は提供される電圧増加回路、
　　電位差又は電圧差（ＶＬＴ１）、特に少なくとも１つの並列電圧レギュレータ又はシ
ャントレギュレータを含む少なくとも１つの電圧制限素子（ＬＴ１）によって提供可能な
電位差又は電圧差、又は、
　　終端電圧（ＶＴｅｒｍ）、特に少なくとも１つの電圧レギュレーション素子又は電圧
レギュレータ（ＲＥＧ１）によって提供可能な終端電圧、
を備えることを特徴とする請求項１に記載の回路装置。
【請求項３】
　前記電気エネルギーは、
　　前記電圧増加回路（ＤＢ１）が、前記電位差又は電圧差（ＶＬＴ１）あるいは前記終
端電圧（ＶＴｅｒｍ）を、電流、特に前記電位差又は電圧差（ＶＬＴ１）あるいは前記終
端電圧（ＶＴｅｒｍ）を低減するように方向付けた電流で、チャージして取り込むことが
でき、
及び／又は
　　前記電圧増加回路（ＤＢ１）が、前記電圧増加回路（ＤＢ１）の基準端子（Ｒｅｆ）
と前記電圧増加回路（ＤＢ１）の出力端子の電位又は電圧（Ｖｏｕｔ）との間のより高い
電位差又は電圧差に、電流、特に当該より高い電位差又は電圧差を増加するように方向付
けた電流を、供給して取り出すことができ、
　前記発光素子（ＬＤ１）は、当該より高い電位差又は電圧差で操作される、
ことを特徴とする請求項２に記載の回路装置。
【請求項４】
　前記駆動回路（Ｓ１又はＳ１’）は、前記発光素子（ＬＤ１）を流れる電流を、特に前
記データソースに割り当てられた前記接続インターフェース（ＩＱ）の少なくとも１つの
ＴＭＤＳトランスミッタ（ＴＭ）の差動出力信号に応じて変調する、少なくとも１つの増
幅回路（ＤＲＶ１）、特に少なくとも１つの入力増幅器と、少なくとも１つのスイッチン
グトランジスタ（Ｔ１）とを備え、
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　前記スイッチングトランジスタ（Ｔ１）のゲート又はベースは、前記増幅回路（ＤＲＶ

１）の出力端子に接続され、
　前記スイッチングトランジスタ（Ｔ１）のドレイン又はコレクタ、は、前記供給電圧（
ＶＤＶＩ／ＨＤＭＩ）に割り当てられ、特に前記スイッチングトランジスタ（Ｔ１）のド
レイン又はコレクタは、基本的に前記供給電圧（ＶＤＶＩ／ＨＤＭＩ）上に存在し、
　前記スイッチングトランジスタ（Ｔ１）のソース又はエミッタは、前記発光素子（ＬＤ

１）の入力端子に接続される、
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の回路装置。
【請求項５】
　前記駆動回路（Ｓ１’）は、少なくとも１つの第２のスイッチングトランジスタ（Ｔ２

）、特にソースフォロワとして実装されるスイッチングトランジスタを備え、
　前記第２のスイッチングトランジスタ（Ｔ２）のゲート又はベースは、前記供給電圧（
ＶＤＶＩ／ＨＤＭＩ）に割り当てられ、特に前記第２のスイッチングトランジスタ（Ｔ２

）のゲート又はベースは、前記供給電圧（ＶＤＶＩ／ＨＤＭＩ）とは僅かに異なるものに
調節可能であり、
　前記第２のスイッチングトランジスタ（Ｔ２）のドレイン又はコレクタは、前記供給電
圧（ＶＤＶＩ／ＨＤＭＩ）に割り当てられ、特に前記第２のスイッチングトランジスタ（
Ｔ２）のドレイン又はコレクタは、基本的に前記供給電圧（ＶＤＶＩ／ＨＤＭＩ）上に存
在し、
　前記第２のスイッチングトランジスタ（Ｔ２）のソース又はエミッタは、前記第１のス
イッチングトランジスタ（Ｔ１）の前記ソース又は前記エミッタに接続され、且つ前記発
光素子（ＬＤ１）の前記入力端子に接続される、
ことを特徴とする請求項４に記載の回路装置。
【請求項６】
　前記差動ペア配線（ＡＤ、ＡＤ’）を少なくとも部分的に終端処理するために、前記駆
動回路（Ｓ１又はＳ１’）は、
　　電圧制限素子（ＬＴ１）の入力端子あるいは電圧レギュレーション素子又は電圧レギ
ュレータ（ＲＥＧ１）の入力端子と増幅回路（ＤＲＶ１）の第１の入力端子との間に接続
された、少なくとも１つの第１の終端抵抗器（ＲＴ１）と、
　　前記電圧制限素子（ＬＴ１）の前記入力端子あるいは前記電圧レギュレーション素子
又は電圧レギュレータ（ＲＥＧ１）の前記入力端子と前記増幅回路（ＤＲＶ１）の第２の
入力端子との間に接続された、少なくとも１つの第２の終端抵抗器（ＲＴ２）と、を備え
、
　前記ＴＭＤＳトランスミッタ（ＴＭ）の出力段の動作点を調節する目的で、前記終端抵
抗器（ＲＴ１、ＲＴ２）によって、前記ＴＭＤＳトランスミッタ（ＴＭ）に電位差又は電
圧差（ＶＬＴ１）と前記供給電圧（ＶＤＶＩ／ＨＤＭＩ）との差、あるいは終端電圧（Ｖ

Ｔｅｒｍ）、を供給することができる、
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の回路装置。
【請求項７】
　特に前記データソースと前記データシンクとの間が少なくとも１つのガルバニック接続
の場合、
　　前記ＴＭＤＳトランスミッタ（ＴＭ）は、前記データシンクに割り当てられた前記接
続インターフェース（ＩＳ）に割り当てられた少なくとも１つのＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ
）によって終端処理可能であり、前記トランスインピーダンス変換回路（Ｓ２；Ｓ２’）
は、前記ＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ）の差動入力に接続されており、
　　特に前記データソースと前記データシンクとの間の少なくとも１つのガルバニック接
続の場合、前記ＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ）の少なくとも２つの終端抵抗器（ＲＴ、ＲＴ’
）によって、前記トランスインピーダンス変換回路（Ｓ２；Ｓ２’）に、約３．３ボルト
の動作電圧を含む、特に差動入力あたり約１２ミリアンペア以下でチャージすることがで
きる、動作電圧（ＡＶＣＣ）を供給可能であり、及び／又は
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　前記動作電圧が、前記差動ペア配線（ＡＤ、ＡＤ’）を介して前記ＴＭＤＳトランスミ
ッタ（ＴＭ）に、特に前記ＴＭＤＳトランスミッタ（ＴＭ）の出力段に供給可能である、
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の回路装置。
【請求項８】
　前記トランスインピーダンス変換回路（Ｓ２）は、
　　差動入力が前記光吸収素子（ＰＤ１）に割り当てられた少なくとも１つの増幅器（Ｔ
ＩＡ１）と、
　　前記光吸収素子（ＰＤ１）から取り込まれ前記増幅器（ＴＩＡ１）により増幅された
前記ＴＭＤＳ符号化信号でＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ）の差動入力をチャージするための、
前記増幅器（ＴＩＡ１）の前記第１の出力に割り当てられた少なくとも１つの第１のカッ
プリングコンデンサ（Ｃ２）、及び前記増幅器（ＴＩＡ１）の前記第２の出力に割り当て
られた少なくとも１つの第２のカップリングコンデンサ（Ｃ３）と、
を含むことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の回路装置。
【請求項９】
　　前記差動ペア配線（ＡＤ、ＡＤ’）を少なくとも部分的に終端処理するために、前記
トランスインピーダンス変換回路（Ｓ２）は、
　　　少なくとも１つの第１の抵抗器（Ｒ１）、特に少なくとも１つの第１の終端抵抗器
と、
　　　少なくとも１つの第２の抵抗器（Ｒ２）、特に少なくとも１つの第２の終端抵抗器
と、を備え、
　前記抵抗器（Ｒ１、Ｒ２）は、動作電圧（ＡＶＣＣ）から前記ＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ
）の同相電圧を発生することによって、前記ＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ）の入力段の動作点
を調節可能であり、
　　供給電圧（Ｖｓｕｐｐｌｙ）を給電する供給電流（Ｉｓｕｐｐｌｙ）は、少なくとも
部分的に前記第１の抵抗器（Ｒ１）を介して、及び／又は、前記第２の抵抗器（Ｒ２）を
介して前記差動ペア配線（ＡＤ、ＡＤ’）から前記増幅器（ＴＩＡ１）へ流れる、
ことを特徴とする請求項８に記載の回路装置。
【請求項１０】
　前記トランスインピーダンス変換回路（Ｓ２’）は、
　　差動入力が前記光吸収素子（ＰＤ１）に割り当てられた少なくとも１つの増幅器（Ｔ
ＩＡ１）と、
　　前記光吸収素子（ＰＤ１）から取り込まれ前記増幅器（ＴＩＡ１）により増幅された
前記ＴＭＤＳ符号化信号でＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ）の差動入力をチャージするための、
前記増幅器（ＴＩＡ１）の前記第１の出力に割り当てられた少なくとも１つの第１のスイ
ッチングトランジスタ（Ｔ３）及び前記増幅器（ＴＩＡ１）の前記第２の出力に割り当て
られた少なくとも１つの第２のスイッチングトランジスタ（Ｔ４）と、を備え、
　供給電圧（Ｖｓｕｐｐｌｙ）を給電する前記増幅器（ＴＩＡ１）の供給電流（Ｉｓｕｐ

ｐｌｙ）は、少なくとも部分的に前記スイッチングトランジスタ（Ｔ３、Ｔ４）を流れる
電流である、
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の回路装置。
【請求項１１】
　前記差動ペア配線（ＡＤ、ＡＤ’）を少なくとも部分的に終端処理するために、前記ト
ランスインピーダンス変換回路（Ｓ２’）は、
　　少なくとも１つの第１の抵抗器（Ｒ１）、特に少なくとも１つの第１の終端抵抗器と
、
　　少なくとも１つの第２の抵抗器（Ｒ２）、特に少なくとも１つの第２の終端抵抗器と
、
を備え、
　前記抵抗器（Ｒ１、Ｒ２）は、動作電圧（ＡＶＣＣ）から前記ＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ
）の同相電圧を発生することによって、前記ＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ）の入力段の動作点
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を調節可能である、
ことを特徴とする請求項１０に記載の回路装置。
【請求項１２】
　少なくとも部分的に、特に少なくともタイムスロット方式でＴＭＤＳ符号化され、且つ
特に少なくとも１つのＤＶＩデータ接続、及び／又は、少なくとも１つのＨＤＭＩデータ
接続に割り当てられた信号を、少なくとも１つのデータソースから少なくとも１つのデー
タシンクへ伝送する方法であって、
　　駆動回路（Ｓ１；Ｓ１’）は、上流に接続され且つ前記データソースに割り当てられ
た少なくとも１つの接続インターフェース（ＩＱ）によって、約５ボルトの供給電圧を含
み、特に約５５ミリアンペア以下でチャージすることができる、供給電圧（ＶＤＶＩ／Ｈ

ＤＭＩ）を供給され、
　　前記駆動回路（Ｓ１；Ｓ１’）の下流に接続された少なくとも１つの発光素子（ＬＤ

１、特に少なくとも１つの光ダイオード、少なくとも１つの発光ダイオード、少なくとも
１つのレーザダイオード、あるいは少なくとも１つの半導体レーザを含む少なくとも１つ
のレーザによって、電気的なＴＭＤＳ符号化信号を電気－光変換して、前記ＴＭＤＳ符号
化信号を与えられた光（ＬＴＭＤＳ）として、少なくとも１つの光ファイバー（Ｆ１）、
特に少なくとも１つのガラス繊維又は少なくとも１つのプラスチックファイバーを含む少
なくとも１つのプラスチック材料繊維に、連結し、
　　少なくとも１つのＴＭＤＳトランスミッタ（ＴＭ）から前記データソースに割り当て
られた前記接続インターフェース（ＩＱ）へ供給される直流電流部分は、前記駆動回路（
Ｓ１；Ｓ１’）によって前記発光素子（ＬＤ１）を制御する変調信号電流に変換され、
　　前記ＴＭＤＳ符号化信号を与えられた前記光（ＬＴＭＤＳ）は、少なくとも１つの光
吸収素子（ＰＤ１）、特に少なくとも１つのフォトダイオードによって、前記光ファイバ
ー（Ｆ１）から取り出されて、光－電気変換され、前記光吸収素子（ＰＤ１）の下流且つ
前記データシンクに割り当てられた少なくとも１つの接続インターフェース（ＩＳ）の上
流に接続された少なくとも１つのトランスインピーダンス変換回路（Ｓ２；Ｓ２’）に供
給され、前記トランスインピーダンス変換回路（Ｓ２；Ｓ２’）は、少なくとも１つの差
動ペア配線（ＡＤ、ＡＤ’）によって印加される直流電圧部分によって提供される、
ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記トランスインピーダンス変換回路（Ｓ２；Ｓ２’）を操作する電気エネルギー、特
に電力は、前記データシンクに割り当てられた前記接続インターフェース（ＩＳ）に割り
当てられた前記トランスインピーダンス変換回路（Ｓ２；Ｓ２’）と、少なくとも１つの
ＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ）との間の接続における直流電流部分に由来する電気エネルギー
、および前記ＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ）における直流電圧部分に由来する電気エネルギー
、特に電力から取り出される、
ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　特に前記データソースと前記データシンクとの間が少なくとも１つのガルバニック接続
の場合、
　　前記ＴＭＤＳトランスミッタ（ＴＭ）は、前記データシンクに割り当てられた前記接
続インターフェース（ＩＳ）の少なくとも１つのＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ）によって、終
端処理され、
　動作電圧が、前記データソースと前記データシンクとの間の前記差動ペア配線（ＡＤ、
ＡＤ’）を介して前記ＴＭＤＳトランスミッタ（ＴＭ）、特に前記ＴＭＤＳトランスミッ
タ（ＴＭ）の出力段に、供給され、
　　前記駆動回路（Ｓ１；Ｓ１’）は、前記データソースに割り当てられた前記接続イン
ターフェース（ＩＱ）によって、約５ボルトの供給電圧を含み、特に約５５ミリアンペア
以下でチャージすることができる、前記供給電圧（ＶＤＶＩ／ＨＤＭＩ）を供給され、
　　前記ＴＭＤＳレシーバ（ＲＣ）の少なくとも２つの終端抵抗器（ＲＴ、ＲＴ’）によ
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って、前記トランスインピーダンス変換回路（Ｓ２；Ｓ２’）に、約３．３ボルトの動作
電圧を含み、特に差動入力あたり約１２ミリアンペア以下でチャージすることができる動
作電圧（ＡＶＣＣ）を供給する、
ことを特徴とする請求項１２又は１３に記載の方法。
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